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はじめに：CIGS 太陽電池の高効率化技術として、CIGS 層内に少量の Ag を添加し、I 族/III 族比

を化学量論比に近づける技術が杉本氏らより報告された[1]。Cu/III 族比を化学量論比に近づける

と異相(Cu2Se, Cu2S)が CIGS 層内に発生する。そこで Cu poor CIGSに Agを添加することで、異相

発生を抑制しつつ、空孔型欠陥を減少させ、結晶品質の改善が期待できる。今回、三段階法によ

る CIGS層に Agを少量添加したところ、アクセプタ濃度の向上および高効率化に成功した。 

実験結果と考察：三段階法により Mo/SLG基板上に Ag添加 CIGS 層を堆積させた。図 1に成膜時

の放射温度計による温度を示す。Cu/III族比の再現性を高めるために、2nd stageの最初は Cuと Se

のみ照射し、Stoichiometric point [2]を確認した後、Cu、Seと共に Agを添加した。その後、3rd stage

にて再度 Stoichiometric pointを確認し、I族/III族比を 0.95とした。基板温度 350℃にてKF, NaF-PDT

を行い、CIGS層成膜後に MgF2 / Al grid / Al-doped ZnO / i-ZnO / CdSを積層させ太陽電池構造とし

た。アクセプタ濃度増大のため、窒素雰囲気にて白色光 3万 lx、温度 95℃の Heat-light soaking (HLS)

を 12時間行った。図 2に HLS 後のアクセプタ濃度を示す。Agを 0.5at%添加した(Ag,Cu)(In,Ga)Se2

太陽電池は高いキャリア濃度を示した。これは、Ag添加により結晶品質が向上し、ドナー型欠陥

密度が低減されたためと考えられる。また、並列抵抗が Ag 添加により大きく増大することがわ

かった。これは、スクライブ後に CIGS 端面に形成されるシャントパスが Cu/III 族比の低下によ

り抑制されたと考えている。Ag添加 CIGS太陽電池は Jsc: 34.9 mA/cm2、Voc: 0.789 V、FF: 0.805、

: 22.2%を示し、Ag添加によって CIGS 層の結晶品質が改善され、高効率化に成功した。 
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図 1. Ag添加 CIGS 成膜時の放射温度計      図 2. HLS 後のアクセプタ濃度 
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